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Streszczenie: W artykule przedstawiono wstepng koncepcje poszerzenia wiedzy
0 innowacyjnych rozwigzaniach, poprzez tworzenie dodatkowych charakterystyk
okreslajacych oryginalno$é pomystu oraz trudnosé¢ ich wykonania. Pozwoli to na bardziej
racjonalng analize duzej ilosci informacji, tatwiejsza ocen¢ przydatnoéci innowacyjnych
rozwiagzan dla zaspakajania aktualnych potrzeb. Te dodatkowe charakterystyki mogg by¢
pomocne w ziozonym procesie wyceny nowych technologii. Zaproponowana metoda
klasyfikacji wymaga jeszcze wielu prac w celu doprowadzenia do stanu, gdy bedzie
uzytecznym praktycznym narzgdziem.
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1. Wprowadzenie

Korzystajac z wygodnego i do$¢ przyjaznego edytora tekstu, przychodzg na mysl
skojarzenia dotyczace maszyny do pisania, wiecznego pidra, a takze historyczne juz
informacje o gesim pidrze lub stalowce oraz rylcu i glinianych tabliczkach. Zmiany
W sposobie utrwalania wiedzy w formie pisanej wiaza si¢ z kolejnymi rewolucjami
przemystowymi, w ktorych inzynierowie odgrywali znaczace role. Rewolucje przemystowe
potaczone z rewolucjami naukowymi, to gwaltowny proces zmian w sposobie widzenia
otaczajacej rzeczywistosci z uwzglednieniem aktualnych dla kazdego okresu mozliwosci
technologicznych (tabela 1).

Pierwsza rewolucja przemystowa zapoczatkowana pod konie XVIII wieku utozsamiana
jest z wykorzystaniem maszyny parowej (wiek pary), jako zrodta energii w zaktadach
przemystowych. Pozwolito to na znaczne zwigkszenie mozliwosci produkcyjnych, co
wigzato si¢ takze z radykalnymi zmianami spotecznymi [6].

Druga rewolucja przemystowa obejmuje koncowke XIX i poczatki XX wieku i zwigzana
jest z intensywnym rozwojem nauki oraz techniki. Wynikiem jest powstawanie nowych,
niezwykle innowacyjnych rozwiazan technicznych, czgsto bedacych efektem wynalazkow
np. dynamit, karabin maszynowy, telefon, zaréwka, odkurzacz elektryczny, lodowka, radio,
maszyna do szycia, rower, maszyna do pisania, aparat fotograficzny, naftowa lampa, tramwaj
elektryczny, metro, samochody i motocykle. Okres ten okreslany jest jako wiek
elektrycznosci [7].

Lata 70 XX wieku kojarzone sg z poczatkiem trzeciej rewolucji przemystowe;j, dla ktorej
znamienne jest wykorzystywanie nowych osiaggnie¢ naukowo-technicznych takich jak;
potprzewodniki, procesory, energia atomowa, biotechnologia. Intensywnie rozwija sie
przemyst wysokich technologii, cechujgcy sie wysokim stopniem przetwarzania surowcow
oraz wysokimi nakladami na badania naukowe. Wystepuje rowniez wysoki stopien
automatyzacji i komputeryzacji produkcji ze znaczacym wykorzystaniem robotow. Powstaja
technologie stanowigce wzorcowe obszary innowacji technologicznych (dolina krzemowa),
bedace zalazkami nowoczesnych okregdw przemystowych [8].



Obecnie jestesmy $wiadkami kolejnej, czwartej rewolucji przemystowe;j, ktorej pewnym
urzeczywistnieniem jest pojecie inteligentnej fabryki. Jest to faza zanikania bariery pomig¢dzy
cztowiekiem a maszyng i tworzenia wirtualnej rzeczywistosci, w ktdrej systemy
komputerowe sterujg procesami fizycznymi. Podstawowym elementem tej rzeczywistosci
jest Internet, ktory dzieki chmurowemu przetwarzaniu pozwala na wirtualng komunikacje
pomiedzy ludzmi i maszynami, bedacymi podstawg systemow produkcyjnych. W innym
ujeciu, czwarta rewolucja przemystowa bazuje na zarzadzaniu wiedza, ktora stata si¢ bardzo
cennym towarem [9].
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Zrédto: opracowanie na podstawie [9].

Ten ciagly rozw6j zwiazany byt i nadal jest z dziataniami innowacyjnymi, ktorych
kumulacja nastgpowata w fazach rewolucji. W obszarze techniki dziatania obejmowaty
tworzenie innowacyjnych wyroboéw oraz innowacyjnych technik wytwarzania. Te
innowacyjne elementy dzialan s3 w dalszym ciggu gtdéwnym motorem rozwoju
przedsigbiorstw. Cze$¢ z nich jest chroniona prawem, poprzez udzielone prawa do patentow
i wzoréw uzytkowych. Czes¢ jest chroniona jako tajemnica przedsigbiorstw, tworzac know-
how, inne sg w petni ujawniane, przez co sa dostepne dla wszystkich chetnych.

2. Rozwéj w ujeciu systemowym

Pojecie rozwoju dotyczy nie tylko przedsicbiorstw. W ujeciu  holistycznym
przedsiebiorstwo jest cze¢scig systemu, ktdrego powigzanymi ze sobg elementami sg: obszary
nauk $cistych, techniki, wynalazkéw, nauk spotecznych i innych (rys. 1). W takim ujeciu
przedsiebiorstwo jest elementem systemu spoteczno-gospodarczego, ktérego podstawowym
celem jest zaspokajanie roznego rodzaju potrzeb materialnych i niematerialnych.
Realizowane jest to poprzez wytwarzanie wyrobdw, oferowanie ustug oraz dostarczanie
wiedzy [2].

Zmiany i rozwoj dotycza wszystkich obszarow systemu. Szczeg6lnie widoczne sg zmiany
rozwojowe w obszarach nauk $cistych i techniki. Wystarczy przesledzi¢ obecne badania
dotyczace zagadnien fizyki, chemii i biologii. Z wynikow tych badan czerpie wiedz¢ obszar
techniki tworzac nowe wyroby i stosujgc nowatorskie techniki wytwarzania. Sukcesem



wspotczesnej organizacji produkcji, oprécz poprawy produktywnosci, jest uporanie sig
z problemem zmiennosci jakosci wykonania. Kupujagc wyroby wytwarzane
w skomplikowanych systemach produkcyjnych jeste§my przekonani, ze kazdy egzemplarz
jest jednakowy pod wzgledem mierzalnych parametrow i wykazuje taki sam poziom jakosci.
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Rys. 1. Przedsigbiorstwo jako element systemu
Zrbdto: Opracowanie wlasne.

Nowe, innowacyjne rozwigzania chronione prawem wiasnosci przemystowej sa od lat
opisywane i katalogowane w ten sam spos6b, bez analizy i oceny zmian zwiazanych
z uptywem czasu. To samo dotyczy oceny pomystoéw, dla ktorych czesto jedyng oceng jest
wskazanie: innowacyjny lub nieinnowacyjny. W duzym stopniu, dzi¢ki intensywnemu
rozwojowi technologii informatycznej, rozwinely si¢ metody i techniki przeszukiwania
zasobOw wiedzy, ktére pozwalaja na poznanie aktualnego stanu techniki. Jest to przeglad
wynalazkéw chronionych patentem i innych rozwigzan pozbawionych tej ochrony. Jednak
dalej, po wyszukaniu informacji na temat konkretnego rozwiazania nie jest wiadomo, jak
ono jest usytuowane w zbiorze podobnych rozwiazan i jak jego pozycja moze si¢ zmieniaé
wraz z uplywem czasu. Stad propozycja wprowadzenia dodatkowych cech opisujacych
rozwigzania innowacyjne, co pozwoli utworzy¢é kryteria systemu Klasyfikacji.
Dostarczanie tego rodzaju dodatkowych informacji wpisuje si¢ w obecne tendencje
zarzadzania wiedzg, a takze moze utatwié¢ realizacj¢ ztozonego procesu wyceny nowych
rozwiazan technologicznych.

3. Klasyfikacja innowacyjnych rozwiazan

W poczatkowym etapie budowy sytemu klasyfikacji innowacyjnych rozwigzan
proponuje si¢ wprowadzenie dwoch dodatkowych cech:

Oryginalno$¢ pomystu

Miarg oryginalno$ci jest liczba pomystéw podobnych, ktére moga zastapi¢ ten oceniany.
Pomysty o matej oryginalnosci w niewielkim stopniu wplywaja na zaspokajanie potrzeb,
gdyz istnieja inne alternatywne rozwigzania. Przyczyniajg si¢ one w matym stopniu do
rozwoju szeroko rozumianej techniki. Pomysty o duzej oryginalnosci sg to takie, dla ktorych




brak, lub niewiele jest rozwigzan zastgpczych. Przyczyniaja si¢ one do znacznego, czgsto
skokowego rozwoju techniki.

Trudnos¢ wykonania

Miarg trudno$ci wykonania jest stan techniki umozliwiajacy realizacje nowego
innowacyjnego rozwigzania. Jezeli rozwigzanie to mozna fatwo wykona¢ przy
wykorzystaniu powszechnie znanych i relatywnie prostych technologii, to trudnos¢
wykonania jest uwazana jako mata. Jezeli nieznane sa technologie, ktoére umozliwiaja
praktyczna realizacj¢ innowacyjnego rozwigzania, lub sa one bardzo ztozone i dostepne tylko
w niewielkiej grupie przedsigbiorstw lub laboratoriow, to trudno$¢ wykonania jest okreslana
jako duza.

Pozwala to na utworzenie pewnego rodzaju mapy [2, 4], na ktorej lokowane beda
innowacyjne rozwigzania. Na mapie tej w formie umownej macierzy wyznaczono po dwa
poziomy dla kazdej cechy — mata i duza. Powstaty w ten sposob cztery pola tworzace system
klasyfikacji innowacyjnych rozwigzan (rys. 2).
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Rys. 2. Klasyfikacja innowacyjnych rozwigzan
Zrédto: Opracowanie wiasne.

Zgodnie z proponowanym systemem klasyfikacji innowacyjnym rozwigzaniom
przypisywane sg cztery powiazane z polami macierzy stany (1 — 1), (I = I), (11 = 1), (11 = I1)
odpowiadajace nastepujacym charakterystykom:

Stan (1 -1
Mata oryginalno$¢ pomyshu i fatwo zastgpi¢ go innymi znanymi rozwigzaniami. Latwo
dostepne techniki wytwarzania powoduja, ze nie ma trudnosci w praktycznej realizacji
innowacyjnego rozwigzania.

Stan (111
Mata oryginalno$¢ pomyshu i fatwo zastapi¢ go innymi znanymi rozwigzaniami. Ztozone
i malo dostepne techniki wytwarzania powoduja, ze wystepuja trudno$ci w praktyczne;j
realizacji innowacyjnego rozwigzania.

Stan (11 -1
Pomyst o znacznej oryginalno$¢ 1 nie jest tatwo =zastgpi¢ go innymi znanymi
rozwigzaniami. Latwo dostepne techniki wytwarzania powoduja, ze nie wystgpuja
trudnosci w praktycznej realizacji innowacyjnego rozwigzania.



Stan (11 11
Pomyst o znacznej oryginalno$¢ i nie jest tatwo zastapi¢ go innymi znanymi
rozwigzaniami. Ztozone i mato dostepne techniki wytwarzania powoduja, ze wystgpuja
trudnos$ci w praktycznej realizacji innowacyjnego rozwigzania.

Zastosowana metodyka klasyfikacji pozwala §ledzi¢ ewolucje innowacyjnych rozwigzan.
Zmiany zwigzane z uptywem czasu powoduja przemieszczanie W Kierunku pierwszej
¢wiartki macierzy (rys. 3). Przemieszczanie w kierunku poziomym obrazuje zmniejszanie si¢
oryginalno$ci. Powodem sg powstajace nowe podobne innowacyjne rozwigzania, lub utrata
cech innowacyjnych wynikajaca z ciggtego rozwoju. Przemieszczanie w Kierunku pionowym
obrazuje zmniejszanie trudnosci wykonania, co wynika z rozwoju techniki i popularyzacji
technik wytwarzania.
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Rys.3. Ewolucja innowacyjnych rozwigzan
Zrédto: Opracowanie wlasne.

W modelu zmian ewolucyjnych kluczowg role odgrywa czas. Jednak model ten nie
wskazuje jakie jest tempo zmian, czasami mogg by¢ to zmiany bardzo szybkie, a czasami tak
powolne, ze mozna odnie$¢ wrazenie o catkowitym braku zmian.

4. Przyklady Kklasyfikacji

Klasyfikacje przeprowadzono dla czterech innowacyjnych rozwigzan, ktore uzyskaty
ochron¢ patentowa. Byly to rozwiazania przedstawiane w kolejnych edycjach konkursu
»Student - Wynalazca” [1, 5]. Przyktadowe rozwiagzania wybrano tak, aby zapelni¢ wszystkie
pola macierzy. Ocene oryginalnosci zrealizowano na podstawie opiséw patentowych [10,
11]. Natomiast oceng¢ trudnosci wykonania przeprowadzono w oparciu o posiadang wiedzg
techniczng, uzupetiong poszukiwaniami w zasobach internetowych. W dwaoch opisanych
przypadkach (W2, W3) autorzy wykonywali ekspertyz¢ w formie oceny potencjatu
wdrozeniowego (niepublikowane), co znacznie poszerzylo wiedzg dotyczaca tych
rozwigzan. W przedstawionych opisach dotyczacych czterech rozwigzan wykorzystano
oryginalne zapisy z dokumentow patentowych. Stad wynika specyficzne stownictwo i styl
opisu.



Innowacyjne rozwigzanie W1 — Patent nr: PL 211913 B1

Wtyczka sieciowa

Przedmiotem wynalazku jest wtyczka sieciowa, przeznaczona do zasilania réznych
odbiornikow energii elektrycznej. Zaleta rozwiazania wedlug wynalazku jest tatwe
i bezpieczne odlaczanie i wyjmowanie wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego oraz
ponowne tam jej umieszczanie. Rozwigzanie eliminuje mozliwo$¢ wyrywania gniazd
wtykowych ze $cian przy wyjmowaniu wtyczki. Dodatkowym atutem wynalazku jest
uniknigcie wygiecia bolcéw w trakcie instalowania wtyczki do gniazda z racji wsuwania
kolkéw stykowych bezposrednio do otwordéw gniazda wtykowego. Ponadto, mozliwosé
schowania kotkow stykowych wewnatrz obudowy po zakonczeniu korzystania z wtyczki
zapobiega ich wygieciu badz uszkodzeniu.

Rozwiazania konkurencyjne:

Znane jest z opisu patentowego PL 189433 rozwiazanie wtyczki sieciowej zawierajace uktad
mechaniczny do odlaczania i wypychania wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego. W celu
odlaczenia i wypchnigcia wtyczki z gniazda wtykowego nalezy §cisngé obie dzwignie
zblizajac je ku sobie. Nacisk obu dzwigni spowoduje wysunigcie suwaka z obudowy wtyczki
i za jego posrednictwem wypchnigcie wtyczki z gniazda wtykowego.

Z opisu patentowego PL 203501B1 znane jest rozwigzanie wtyczki sieciowej, stanowigcej
ksztattowa obudowe z osadzonymi w niej kotkami stykowymi, w ktérym w gornej czesci
obudowy znajduje si¢ obrotowo osadzone pokretlo o osi obrotu rownoleglej do kotkow
stykowych, zawierajace po wewngtrznej stronie popychacze wspotpracujace z tukowymi
krzywkami ruchomego pierscienia, ktory po przeciwnej stronie lukowych krzywek jest
wyposazony w wypychacze przechodzace przez otwory dolnej czesci obudowy. Zaleta
rozwigzania wedtug wynalazku jest tatwe i bezpieczne odtaczanie i wyjmowanie wtyczki
sieciowej z gniazda wtykowego. Rozwigzanie eliminuje mozliwo$¢ wyrywania gniazd
wtykowych ze $cian przy wyjmowaniu wtyczki.

Innowacyijne rozwiazanie W2 — Patent nr: PL 220651 B1

Sposéb wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury
na powierzchni materialéw tekstylnych, z zastosowaniem plazmy.

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania, za pomoca niskocisnieniowej
i nierownowagowej plazmy, superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiatow
tekstylnych przeznaczonych na specjalistyczng odziez, chronigcej t¢ powierzchnie przed
wnikaniem wody oraz nadajacej jej cech¢ samooczyszczania si¢.

Sposéb  wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiatow
tekstylnych, w ktérym wykorzystuje si¢ wstepng obrobke powierzchni plazma oraz metode
wytwarzania warstw hydrofobowych w drodze polimeryzacji plazmowej, przy uzyciu
niskoci$nieniowej i nierownowagowej plazmy, wedlug wynalazku polega na tym, ze
powierzchni¢ materiatu tekstylnego, przed procesem polimeryzacji plazmowej, poddaje si¢
dziataniu plazmy generowanej przy wyladowaniu jarzeniowym o czgstotliwosci akustycznej,
radiowej lub mikrofalowej, o gestosci mocy 50-1000 kW/m3, w niepolimeryzujacym gazie
roboczym, w warunkach stacjonarnych lub przy przeplywie gazu roboczego, korzystnie
z predkoscia 0,1-100 cm3/min, przy ci$nieniu poczatkowym 1-150 Pa.



Etap ten prowadzi do zmiany nanostruktury powierzchni widkien i wytworzenia na niej
centrow kondensacji dla naktadanej nastgpnie warstwy hydrofobowej. Nastepnie, tak
przygotowany material tekstylny poddaje si¢ obrobce plazma generowana przy wytadowaniu
jarzeniowym o podanych wyzej parametrach, w obecnos$ci par prekursora polimeryzacji
plazmowej i ewentualnie gazu nos$nego, w warunkach stacjonarnych co prowadzi do
powstawania na utworzonych wczesniej centrach kondensacji hierarchicznej globularnej
nanostruktury o wlasciwosciach hydrofobowych, charakterystycznej dla efektu Lotosu.
Dobranie odpowiedniej struktury centrow kondensacji pozwala na uzyskanie hierarchicznej
nanostruktury globularnej plazmowego polimeru krzemoorganicznego, ktory jednoczes$nie
charakteryzuje si¢ wysoka hydrofobowoscia co spelnia warunki zaréwno morfologiczne, jak
tez hydrofobowe powierzchni, wymagane dla wystapienia efektu lotosu.

Rozwiazania konkurencyjne:

Jednym z najcze¢$ciej stosowanych sposobow zwickszania hydrofobowosci powierzchni
tkanin jest powlekanie ich $rodkami niezwilzalnymi wodg, w procesie nanoszenia
powierzchniowego lub kapieli w odpowiednich roztworach. Stosowane w tych sposobach
srodki niezwilzane sa oparte gtéwnie na zwigzkach fluorowych i krzemowych. I tak, znany
jest, na przyktad z opisu patentowego US nr 7 396 395 B1, sposdb przygotowania czynnika
w postaci wodnego roztworu mieszaniny zwiazkOw zawierajacej zwigzki fluorowe,
zapewniajacego niezwilzalno$¢ tkaniny po jego nalozeniu.

W opisie patentowym US nr 8 067 065 B2 przedstawiono z kolei sposéb wytwarzania
nanostrukturalnego pokrycia podloza poprzez nalozenie na to podloze roztworu mieszaniny
reakcyjnej na bazie chlorowych Ilub fluorowych pochodnych alkilosilanéw,
w rozpuszczalniku organicznym.

Z opisu zgloszenia patentowego US nr 2006/0 029 808 A1l jest znany sposdb otrzymywania
pokrycia wykazujacego superhydrofobowo$¢ na podtozu, ktérym moze by¢ rowniez tkanina,
polegajacy na wytworzeniu na tym podtozu najpierw bardzo cienkiego, nanoporowatego
pokrycia z wodnych roztwordéw polielektrolitow, w postaci uktadu szeregu molekularnych
warstw natozonych na siebie, a nastgpnie na naniesieniu na tak przygotowang porowatg
powierzchni¢ bardzo cienkiej, odwzorowujacej porowaty ksztatt powierzchni, warstwy
materiatu hydrofobowego, na przyktad z fluorowanych polimerow siloksanowych
naktadanych metodg termiczna.

Z opisu patentowego US nr 7 985 451 B2 znany jest sposob uzyskiwania efektu wysokiej
hydrofobowosci na powierzchni widkien tkaniny poliestrowej, polegajacy na tym, ze
powierzchnie widkien tkaniny najpierw aktywuje si¢ w drodze obrobki plazma o matej mocy
w celu umozliwienia trwatego nalozenie na taka powierzchni¢ struktury hydrofobowe;j,
a nastgpnie na aktywowang powierzchnie wtokien nanosi si¢ strukture ztozona z kolejno
potozonych na sobie warstw z polimetakrylanu glicydylu i poliwinylopirydyny, czystego
polimetakrylanu glicydylu oraz polistyrenu.

W zgloszeniu patentowym US nr 2011/0 165 808 A1 opisano podobny sposob uzyskiwania
pokrycia powierzchni podtéz, rowniez tkanin, w ktorym podloze najpierw aktywuje si¢
plazma niskocisnieniowa, a nastepnie silanizuje metoda termiczng (CVD).

Z kolei w zgtoszeniu patentowym US nr 2011/0 159 299 A1 opisano sposoéb wytwarzania
pokrycia hydrofobowego na widknach tkaniny nylonowej i poliestrowej, polegajacy
najpierw na obrobce plazmowej powierzchni widkien wprowadzajacej na powierzchnie tych
wiokien grupy funkcyjne, takie jak karbonylowe i karboksylowe, ktore wykorzystano
nastgpnie do chemicznego przylaczenia aminosilanéw, w wyniku czego powstawata warstwa



przejsciowa, ktora po hydrolizie gotowa byla do przytaczenia alkoksysilanéw tworzacych
zewnetrzng warstwe hydrofobowa.

Znane sg proby zastosowania polimeryzacji plazmowej do wytwarzania cienkich pokry¢
0 wlasciwosciach hydrofobowych na powierzchni materiatdow tekstylnych, na przyktad
Z opisu patentowego US nr 6 649 222 B1 znany jest sposob wytwarzania pokrycia
superhydrofobowego na powierzchniach za pomocg modulowanej niskoci§nieniowej plazmy
przy zastosowaniu fluorowanych weglowodoréw jako prekursorow.

Innowacyijne rozwiazanie W3 — Patent nr: PL 224020 B1

Sposéb i urzadzenie stabilizujace obudowe gérnicza na czas demontazu

Przedmiotem wynalazku jest sposdb i urzadzenie stabilizujace obudoweg goérnicza na czas
demontazu. Istota sposobu stabilizacji obudowy gorniczej na czas demontazu przy uzyciu
urzadzenia stabilizujgcego jest to, ze zaktada si¢ haki z pretami na zachodzace na siebie
odrzwia obudowy chodnikowej po czym na konce pretow naktada si¢ suwliwie tuleje na state
przymocowane do obudowy i blokuje si¢ sworzniami, nastgpnie za pomocag sitownika
hydraulicznego z ruchomym trzpieniem podpiera si¢ obudowe chodnikowa. Korzystnym
skutkiem zastosowania urzadzenia stabilizujacego obudowe goérniczg na czas demontazu
wedtug wynalazku, jest to, ze ze wzglgdu na niewielkie rozmiary urzadzenia i prosty montaz
mozna zastosowac to urzadzenie w miejscach trudno dostgpnych miedzy innymi pod
przeno$nikiem tasmowym. Urzadzenie umozliwia czgsciowe odprezenie polgczonych
elementéw obudowy lub spagnicy i utatwia odkrgcenie $rub na strzemionach. Urzadzenie
nadaje si¢ rowniez do demontazu tukéw ociosowych chodnikow powodujac zabezpieczenie
pracownika przy odkrecaniu §rub zamkow, poniewaz w trakcie wykonywania tej czynnosci
moze doj$¢ do uderzenia przypadkowo zerwang $rubg lub gwattownie odrzuconym jarzmem
zamka.
Rozwigzania konkurencyjne:

Dotychczas znane jest z instrukcji ,, Technologia pobierki spagu i wymiany spagnic
w chodniku polowym 1/VII w pokt. 385.”” z dnia 25. 09. 2012 r. obowigzujacej w Kopalni
Lubelski Wegiel Bogdanka w polu Stefanéw, demontazu spagnic za pomoca stojaka Valent.
Z powyzszej instrukcji znany jest rowniez demontaz spagnic prowadzony z réwnoczesna
obierka spagu przy pomocy spagotadowarki.

Innowacyjne rozwiazanie W4 — Patent nr: PL 222202 B1

Sposéb wykonania pélprzewodnikowego lustra dyspersyjnego

Przedmiotem wynalazku jest sposob wykonania potprzewodnikowego lustra dyspersyjnego,
za pomocg niskowymiarowej technologii poétprzewodnikowej. Celem wynalazku jest
opracowanie sposobu wytwarzania potprzewodnikowego lustra dyspersyjnego, ktore
mogloby zosta¢ uzyte do pracy z réznymi krysztalami aktywnymi we wnekach
rezonansowych o réznej konfiguracji.

Sposob wedlug wynalazku polega na tym, ze na podiozu o matej gestosci dyslokacji, za
pomoca technologii niskowymiarowej osadza si¢ warstwowg strukture lustra w optymalnych
dla danego systemu materialowego warunkach technologicznych a nastepnie naktada si¢ na
te strukture powloke antyrefleksyjng. W zaleznosci od potozenia na powierzchni struktury
uzyskuje si¢ zdefiniowane wtasnosci dyspersyjne dla réznych wartosci centralnej dtugosci
fali. Oznacza to, ze to samo lustro potprzewodnikowe moze by¢ uzyte dla réznych laserow



femtosekundowych pracujacych w réznych zakresach spektralnych, badz do wytworzenia
impulséw o réznej dhlugosci, przez co lustro zyskuje bardziej uniwersalny charakter.

Rozwigzania konkurencyjne:

Z opisu patentu US 5734503A, z publikacji M. Moenster, U. Griebner, W. Richter, G.
Steinmeyer, ,,Resonant saturable absorber mirrors for dispersion control in ultrafast lasers”,
IEEE Journal of Quantum Electronics (2007) 43(2), 174-181, oraz ze strony internetowej
www.layertec.de znane sg zaréwno dielektryczne jak 1 podlprzewodnikowe lustra
dyspersyjne, stosowane w réznych obszarach spektralnych. Znane dielektryczne lustra
dyspersyjne wytwarza si¢ najczgéciej za pomoca technik osadzania prézniowego np.:
chemicznego osadzania z fazy gazowej przy wspomaganiu plazmowym Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition — PE CVD, jonowego napylania lon Beam Sputtering — IBS czy
napylania magnetronowego (Magnetron  Sputtering). Natomiast znane lustra
potprzewodnikowe wytwarza si¢ za pomocg technik niskowymiarowych, a najczesciej za
pomoca epitaksji z wiazek molekularnych (Molecular Beam Epitaxy — MBE) badz tez
epitaksji z fazy gazowej z wykorzystaniem zwigzkéw metaloorganicznych (Metalorganic
Vapor Phase Epitaxy — MOVPE or Metalorganic Chemical Vapor Deposition — MOCVD)
(A. Jasik, J. Gaca, M. Wojcik, J. Muszalski, K. Pierscinski, K. Mazur, M. Kosmala, M.
Bugajski, ,,Characterization of (Al)GaAs/AlAs distributed Bragg mirrors grown by MBE and
LP MOVPE techniques”, J. Cryst. Growth, 310 (2008) 4094-4101).

Wprawdzie nowoczesne urzadzenia typu MBE czy MOVPE/MOCVD pozwalaja na
wytworzenie struktur luster z duza doktadnoscia w kierunkach lateralnych ale sg to struktury
selektywne, to znaczy zaprojektowane na okreslona/zadang dlugos¢ fali (centralna dtugosé
fali). Takie lustra mogg pracowac¢ jedynie ze $ci§le okre§lonym krysztalem aktywnym oraz z
okreslong z gory konfiguracja wneki rezonansowe;.

Nie sg to pelne opisy patentowe, co moze utrudnia¢ zrozumienie istoty wynalazkdw.
Jednak juz na podstawie przedstawionych opiséw mozna dokona¢ oceny oryginalnosci
poszczegdlnych rozwigzan z zastrzezeniem dotyczacym duzej subiektywnos$ci, co wynika
z braku metodyki pomiaru poszczeg6linych cech. Wyniki analizy przedstawionych rozwigzan
pod katem oceny cech istotnych dla klasyfikacji pozwolily wskaza¢ odpowiednie obszary,
co pokazano narys. 4.

Wityczka sieciowa (W1) — jest to rozwigzanie ulatwiajgce wkladanie i wyjmowanie
wtyczki z kontaktu. Dotyczy to bardzo popularnego wyrobu wykorzystywanego
W codziennym zyciu. Glowng zaleta rozwigzania jest utatwienie wyjmowania wtyczki, co
nastgpuje samoczynnie po naci$nieciu przycisku. Zabezpiecza to przed powszechnym
i bardzo ktopotliwym wyrywaniem kontaktow ze $ciany. Jednak istnieja inne rozwiazania
tego zagadnienia, w opisie podano przyklady dwoch rozwigzan. Tego rodzaju wtyczki sa
dostepne w sprzedazy. Produkcja wtyczki nie wymaga skomplikowanych technik i moze by¢
fatwo realizowana w kazdym przedsigbiorstwie produkcyjnym. Stad zakwalifikowanie
wyrobu do obszaru: mata oryginalno$¢ i mata trudno$¢ wykonania (obszar I - 1).

Sposdb wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materialow
tekstylnych, z zastosowaniem plazmy (W2) - jest to nowy sposob zapewnienia
wodoodpornosci tkanin przeznaczonych migdzy innymi dla odziezy uzywanej w turystyce,
w tym takze w turystyce ekstremalnej (alpinizm). Wykorzystywana w tym celu jest zimna




(niskotemperaturowa) plazma jako katalizator osadzania na powierzchni tkanin
odpowiednich substancji chemicznych. Wytworzenie superhydrofobowej nanostruktury na
powierzchni materialow tekstylnych, z zastosowaniem plazmy w momencie zgloszenia
wynalazku do ochrony realizowane bylo z sukcesem w warunkach laboratoryjnych.
Wykorzystywany w tym celu byt generator zimnej plazmy o niewielkich wymiarach.
W rozwigzaniach produkcyjnych (przemystowych) konieczne jest stosowanie duzych
generatorow zimnej plazmy o bardzo stabilnym dziataniu, ktore nie sg powszechne i tatwe
do zakupienia. Znanych jest wiele innych metod impregnacji tkanin i trudno jednoznacznie
wskaza¢ wyzszo$¢ proponowanego sposobu. Stad zakwalifikowanie rozwigzania do obszaru:
mata oryginalno$¢ i duza trudno$¢ wykonania (obszar I - I1).

Trudnosé 4
wykonania

duza @ <:|

mata @ <:|

mata duia

k

Oryginalnos¢ pomystu

Rys. 4. Klasyfikacja przyktadowych innowacyjnych rozwigzan
Zrédto: Opracowanie wiasne.

Sposob i urzadzenie stabilizujace obudowe gornicza na czas demontazu (W3) — jest
to bardzo proste do wykonania urzadzenie, sktadajace si¢ z elementow mechanicznych
i hydraulicznych. Moze by¢ wykonane w typowym warsztacie mechanicznym
z zastosowaniem powszechnie dostgpnych elementow. Opiera si¢ na oryginalnym pomysle
dotyczacym sposobu odcigzania $rub na czas ich odkrgcania. Utatwia to demontaz
elementow obudowy gorniczej i znacznie zwigksza bezpieczenstwo podczas takiej operacji.
Dotychczas w silnie obcigzonych $rubach odkrecanych bez odcigzenia czgsto w ostatniej
fazie nastgpowato zrywanie gwintu i byly one wystrzeliwane z duza predkoscia w réznych,
trudnych do okreslenia kierunkach. Wskazane w instrukcjach gorniczych stojaki valent moga
odcigza¢ obudowg, jednak sg one klopotliwe w uzytkowaniu, a ich gtéwne przeznaczenie
jest inne, sg to przeno$ne elementy obudowy gorniczej. Ponadto odciazaja one obudowg jako
calo$¢, co nie zawsze dotyczy wszystkich zlaczy s$rubowych. Stad zakwalifikowanie
rozwigzania do obszaru: duza oryginalno$¢ i mata trudno$¢ wykonania (obszar I — ).

Sposob wykonania polprzewodnikowego lustra dyspersyjnego (W4) — jest to wazne
rozwigzanie W obecnym okresie intensywnego rozwoju techniki laserowej. Wskazany
sposob umozliwia wytwarzanie luster potprzewodnikowych o duzej uniwersalnosci, co
pozwala na montowanie ich w réznego rodzaju laserach. Wlasnie ta uniwersalno$¢ jest
wyroznikiem duzej oryginalnosci przedstawionego rozwigzania. Wyrob uzyskuje si¢ dzigki
zlozonej technice wytwarzania. Ujawniony w opisie sposéb dla praktycznej realizacji




wymaga wykorzystywania unikalnego sprzgtu oraz obszernej wiedzy i duzego
doswiadczenia. Sa to warunki konieczne dla uzyskania oczekiwanych rezultatow odno$nie
jako$ci wyrobu. Stad zakwalifikowanie rozwigzania do obszaru: duza oryginalno$¢ i duza
trudno$¢ wykonania (obszar II — I1).

5. Podsumowanie

Przedstawiona propozycja klasyfikacji innowacyjnych rozwiazan zwicksza wiedze
0 innowacyjnych rozwigzaniach w dwdch waznych obszarach: czy rozwigzanie jest na tyle
oryginalne, ze trudno je zastapi¢ innymi oraz czy praktyczna realizacja wymaga specjalnej
aparatury i specjalnego know-how. Moze to by¢ takze istotnym elementem
wykorzystywanym przy wycenie nowych technologii, poniewaz nie istnieje jeden
sprawdzony schemat postgpowania. Wybor odpowiedniego podejscia i zastosowania
okreslonego modelu wyceny, czy tez ich kombinacji uzalezniony jest przede wszystkim od
rodzaju wycenianego rozwiazania oraz od dostgpnosci i wiarygodno$ci informacji
niezbednych do przeprowadzenia okre$lonego typu analiz. Przykladowo od poziomu
unikalnoséci i oryginalnosci danej technologii zalezy dostep do danych o parametrach
cenowych transakcji dotyczacych technologii poréwnywalnych. Umiejetno$¢ dostrzezenia
tego typu zaleznosci, ich identyfikacja przy zastosowaniu prezentowanego w niniejszej pracy
systemu klasyfikacji innowacyjnych rozwigzan moze po czgsci determinowaé metode
wyceny i trafno$¢ podejmowanych decyzji finansowych.

Zasygnalizowana w pracy koncepcja klasyfikacji powinna zosta¢ znacznie rozbudowana
aby sta¢ si¢ praktyczng metoda. Dotyczy to rozbudowy skali oryginalnosci pomyshu
i trudnoéci wykonania, takze z zastosowaniem miar iloSciowych. Konieczne jest takze
opracowanie skutecznych metod i narzedzi do poszukiwania informacji dla oceny
innowacyjnego rozwigzania w aspekcie tych dwoch charakterystyk: oryginalno$¢ i trudnosé
wykonania. Pomocne tutaj moga by¢ stosowane obecnie metody poszukiwania stanu techniki
wykorzystywane w ocenie zdolnoéci patentowej wynalazkow.

Jako przyktad przedstawiono cztery specjalnie dobrane rozwigzania chronione patentami.
Ochrona patentowa nie jest tutaj warunkiem koniecznym, a klasyfikacja moze takze
obejmowac inne, nie chronione patentami rozwigzania. Ciekawym zagadnieniem wydaje si¢
takze §ledzenie i analiza zmian polozenia innowacyjnych rozwigzan na mapie, co tutaj
nazwano ewolucja w czasie. Zagadnienia te moga by¢ wigc tematem dalszych badan.

Literatura

1. Bartosik A., Gierulski W., Dobre praktyki wynalazczosci studenckiej. Politechnika
Swietokrzyska, Kielce 2013.

2. Kaczmarska B.: Modelowanie innowacyjnego rozwoju przedsigbiorstw. Politechnika
Swietokrzyska, Kielce 2015.

3. Knosala R., Boratynska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczata A.: Zarzadzanie
innowacjami. PWE Warszawa 2014.

4. Luscinski S.: Koncepcja luk w obszarze zarzadzania modelu mapy rozwoju organizacji.
Innowacje w zarzadzaniu i inzynierii produkcji (red R. Knosala) Oficyna Wydawnicza
PTZP Opole 2013

5. Santarek K., Gawlik J, Boratyniska-Sala A., Kietbus A., Gierulski W., Kaczmarska B.,
Sulerz A.: Dzialania rozwijajace kreatywno$¢ studentow — Ekspertyza Komitetu



Inzynierii Produkcji PAN. Komitet Inzynierii Produkcji, Polska Akademia Nauk,

warszawa 2016.

onlinel: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_przemys%C5%82owa

online2: https://pl.wikipedia.org/wiki/Druga_rewolucja_przemys%C5%82owa

online3: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_wysokiej_technologii

online4: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa

0.online5:  http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/ (Wyszukiwarka

Przedmiotow Chronionych — Bazy Danych UPRP)

11. online6: http://lwww.uprp.pl/uprp/_gAllery/54/80/54808/mkp_przewodnik_2012_
internet.pdf (Miedzynarodowa Klasyfikacja Patentowa — Wersja 2012, Wskazowki dla
uzytkownikow)

Hoo~N®

Dr hab. inz. Wactaw GIERULSKI, prof. nadzw. PSk

Dr hab. inz. Bozena KACZMARSKA

Katedra Inzynierii Produkcji

Mgr Barttomiej SZYMCZYK

Katedra Ekonomii i Finansow

Wydziat Zarzadzania i Modelowania Komputerowego

Politechnika Swigtokrzyska

25-314 Kielce, Aleja Tysiaclecia PP 7

email: waclaw.gierulski@tu.kielce.pl
bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl
bszymczyk@tu.kielce.pl

Mgr inz. Arkadiusz KWAPISZ — ekspert UPRP
Urzad Patentowy RP,

00-950 Warszawa, Al. Niepodlegltosci 188/192
email: arkadiuszk@onet.pl



